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はじめに 

パルス放電するスーパーマグネトロンプラ

ズマを用いて電界電子放出用の非晶質窒化炭

素（a-CNx:H）膜を堆積し 1)、物性の評価及び

電界電子放出素子を作製した。この膜は電子を

専ら輸送する性質を有し、面電子源として用い

られている。この研究においては、a-CNx:H膜

を高コストの p-Si基板上及び低コストの Al膜

上に堆積し、電界電子放出特性を比較した。 

 

実験及び結果 

堆積したa-CNx:H膜（上 /下電極RF電力：

200/400W）の光学的バンドギャップは約0.75 

eVで、硬度は約36 GPaと石英ガラス（22 GPa）

より高かった。 

この様にして堆積した膜を平面型電界電子

放出源として応用する実験を行った。200nm厚

の電界電子放出用a-CNx:H膜を堆積する基板と

して、ガラス板上に100nm厚のAl薄膜を堆積し

たAl蒸着基板並びに抵抗率0.02 Ωcmのp-Si基

板を用いた。Al膜の堆積にはスーパーマグネト

ロンプラズマ発生装置を改造したマグネトロ

ンスパッタ装置を用いた。これら2種類の基板

上に堆積した膜の電界電子放出特性を図1及び

2に示す。測定に際して、p-Si基板はカソード

電極上に設置し、ガラス基板上のAl膜はAl線を

用いてカソード電極に接続した。図1に、p-Si

基板上にa-CNx:H膜を堆積した素子の電界電子

放出特性を示す。閾値電界強度は10 V/µmとな

りかなり低かった。図2に、Al蒸着基板上に

a-CNx:H膜を堆積した素子の電子放出特性を示

す。閾値電界強度は15 V/µmと十分低かった。

Al膜のみでは電子放出をしなかった。低コスト

のAl蒸着基板上のa-CNx:H膜が十分な電界電子

放出特性を示すことが明らかになった。 
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図 1 p-Si 上 a-CNx:H 膜の電界電子放出特性
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図 2 Al薄膜上 a-CNx:H膜の電界電子放出特性 

第62回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集 (2015 東海大学 湘南キャンパス)12p-C1-16 

© 2015年 応用物理学会 05-157


